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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
1. Как обозначают на схемах запираемый тиристор, управляемый по аноду? 
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2. МДП транзистор с индуцированным каналом обозначен цифрой? 
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3. Тиристор с симметричной относительно начала координат ВАХ называют _________ и на электрических схемах обозначают? 
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4. Полевой транзистор с каналом P-типа и управляющим затвором на электрических схемах обозначают? 
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5. На какие классы делятся полупроводниковые приборы по виду управляющего сигнала?

1. Приборы, управляемые электрическим сигналом и управляемые оптическим сигналом.

2. Приборы, управляемые аналоговым сигналом и управляемые импульсным сигналом.

3. Приборы, управляемые током и управляемые напряжением.

4. Нет правильного ответа.
6. В каком из режимов возможно эффективное управление коллекторным током биполярного транзистора?

1. В активном режиме.  
2. В режиме отсечки. 
3. В режиме насыщения. 
4. Нет правильного ответа.

7. Каковы особенности включения транзистора с ОК?

1. Сопротивление нагрузки включено в цепь коллектора  
2. Сопротивление нагрузки включено в цепь эмиттера     
3.Сопротивление нагрузки включено в цепь базы    
4. Нет правильного ответа

8. Перечислите энергетические критерии качества электромагнит​ных процессов.

9. Перечислите энергетические критерии качества устройства пре​образования электрической энергии на полупроводниковых вентилях.

10. Перечислите критерии качества конструкции вентильного преобразователя.

11. Чем отличаются полностью управляемые вентили от неполностью управляемых?

12. Какими параметрами по току характеризуется вентиль с непол​ным управлением ?

13. Какой вид межкаскадной связи используется в усилителе переменного тока?

1. Гальваническая         
2. Емкостная      
3. Резонансно- трансформаторная    
4. Нет правильного ответа

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

1. Определить выпрямленное Ud на нагрузке мостовой схемы выпрямителя, если амплитуда напряжения первичной обмотки трансформатора U1m  = 150 В, а коэффициент трансформации n =2.

2. Определить какое напряжение необходимо подать на вход параметрического стабилизатора напряжения, чтобы получить коэффициент стабилизации Kст = 20, если стабилитрон имеет напряжение стабилизации Uст = 9 В,  дифференциальное сопротивление стабилитрона rдиф = 10 Ом, а балластное сопротивление Rб =  270  Ом.    

3. Определить величину балластного сопротивления Rб, если напряжение на входе стабилизатора Ud = 12 В, напряжение стабилизации стабилитрона Uст = 9 В,  входной ток стабилизатора Id = 15 мА.

4. Какими параметрами по напряжению характеризуется вентиль с неполным управлением?
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5. В схеме однополупериодного выпрямителя  через диод проходит выпрямленный ток I0=75 мА. Определить сопротивление нагрузки Rн, если амплитуда напряжения вторичной обмотки трансформатора U2т=200 В.

6. Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора мостовой схемы выпрями​теля  U2 = 10 В. Определить обратное напряжение приложенное к диоду.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. В схеме двухполупериодного выпрямителя с нулевым выводом на нагрузке Rн = 510 Ом постоянное напряжение U0 = 100 В. Какой из диодов правильно выбран для этой схемы?

1. Д205 (Uобр = 400 В, Iвыпр. ср. = 400 мА).  
2. Д7Д(Uобр = 300 В, Iвыпр. ср. = 300 мА).      
3. Д209 (Uобр = 400 В, Iвыпр. ср. = 100 мА). 
4. Д205 и Д7Д. 5. Д205 и Д209. 6. Д7Д и Д209. 
7. Все диоды. 
8. Нет правильного ответа.

2. На входе усилителя сигнал с напряжением 5 мВ. Определить напряжение на выходе усилителя, если его коэффициент усиления KU = 60 дБ.

3. Какими параметрами характеризуются динамические свойства вентилей с неполным управлением?

4. Какой параметр запираемого тиристора характеризует его спо​собность к выключению?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)

1. Как влияет базовый делитель на входное сопротивление эмиттерного повторителя?

1. Не влияет.
2. Увеличивает входное сопротивление.
3. Уменьшает входное сопротивление.
2. Что происходит с рабочей точкой каскада с общим эмиттером при увеличении сопротивления резистора R1?

1. Рабочая точка смещается вверх по нагрузочной прямой.
2. Рабочая точка смещается вниз по нагрузочной прямой.
3. Положение рабочей точки не изменяется. 

3. Перечислите основные типы силовых транзисторов
4. Чем объясняется более высокая стабильность схемы смещения фиксированным напряжением по сравнению со схемой смещения фиксированным током в усилительном каскаде с общим эмиттером?

1. Положение рабочей точки каскада не зависит от температуры окружающей среды 

2. Положение рабочей точки каскада не зависит от коэффициента усиления транзистора при его замене 

3. Положение рабочей точки каскада не зависит от амплитуды входного сигнала

5. В каком режиме окажется схема эмиттерной стабилизации при отключении резистора R1?

1. В активном режиме.      
2. В режиме насыщения.               
3. В режиме отсечки.  
4. Нет правильного ответа.

6. Как зависит температурная стабильность каскада с общим эмиттером от тока базового делителя?

1. Не зависит. 
2. Чем больше ток базового делителя, тем выше температурная стабильность 

3. Чем меньше ток базового делителя, тем выше температурная стабильность. 
4. Нет правильного ответа

7. Каковы преимущества IGBT-транзисторов перед МОП-транзисторами ?

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Составьте участок электрической принципиальной схемы подключения силовой нагрузки к биполярному транзистору. Условие до момента подачи управляющего сигнала транзистор должен быть закрыт и переведен в режим отсечки.
2. Составьте участок электрической принципиальной схемы подключения активно-индуктивной силовой нагрузки к N-канальному МДП транзистору с индуцированным затвором.
3. Составьте участок электрической принципиальной схемы подключения активно-индуктивной силовой нагрузки к P-канальному МДП транзистору с индуцированным затвором.
4. Составьте участок электрической принципиальной схемы подключения активно-индуктивной силовой нагрузки к БТИЗ транзистору.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

1. Постройте временные диаграммы коммутационных процессов в биполярном транзисторе для схемы приведенной на рис.
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2. Постройте временные диаграммы коммутационных процессов в МДП транзисторе для схемы приведенной на рис.
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3. Постройте временные диаграммы коммутационных процессов в БТИЗ транзисторе для схемы приведенной на рис.
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4. Отобразите схемы ограничения напряжения на затворе и опишите почему необходим резистор затвора и причины уменьшения его номинала
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Рассчитайте параметры схемы оптической (фототранзистор) гальванической развязки: 

а) минимальный номинал токоограничивающего резистора при величине прямого тока светодиода 20 мА, уровень логической единицы 3,3 В. 

б) номинал и мощность подтягивающего резистора силовой стороны развязки при требуемом токе коллектора оптопары 5 мА и напряжении внешней стороны 24 В.

2. Рассчитайте параметры схемы оптической (фототранзистор) гальванической развязки: 

а) минимальный номинал токоограничивающего резистора при величине прямого тока светодиода 15 мА, уровень логической единицы 5 В. 

б) номинал и мощность подтягивающего резистора силовой стороны развязки при требуемом токе коллектора оптопары 15 мА и напряжении внешней стороны 12 В.

3. Нарисуйте схему управления активно-реактивной нагрузкой на биполярных транзисторах с гальванической оптической (фототранзистор) развязкой управляющего сигнала. Условие – инверсия сигнала управления между управляющим и силовым сигналом
4. Нарисуйте схему управления активно-реактивной нагрузкой на биполярных транзисторах с гальванической оптической (фототранзистор) развязкой управляющего сигнала. Условие – отсутствие инверсии сигнала управления обеспечивается на стороне силовой нагрузки.

5. Нарисуйте схему управления активно-реактивной нагрузкой на биполярных транзисторах с гальванической оптической (фототранзистор) развязкой управляющего сигнала. Условие – отсутствие инверсии сигнала управления обеспечивается на стороне управляющей цепи.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)

1. Нарисуйте схему силовой цепи на биполярных транзисторах обеспечивающую управление направлением вращения ДПТ. Изобразить таблицу истинности управляющих сигналов.
2. Нарисуйте схему силовой цепи на биполярных транзисторах обеспечивающую управление направлением вращения ДПТ. Условие – минимизировать количество управляющих цепей.
3. Нарисуйте схему силовой цепи на МДП транзисторах обеспечивающую управление направлением вращения ДПТ. Условие – минимизировать количество управляющих цепей.
4. Нарисуйте схему силовой цепи на МДП транзисторах обеспечивающую управление направлением вращения ДПТ. Условие – гальваническая развязка управляющих цепей.

5. Изобразите таблицу истинности для однофазного мостового инвертора на БТИЗ приведенного на рисунке
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6. Опишите и поясните графически принцип формирования гармонического сигнала на нагрузке в однофазном мостовом инверторе

7. Для схемы (см. рис.) нарисовать временную диаграмму формирования трехфазного напряжения угол сдвига фаз 120°, частота 50 Гц.
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8. Для схемы (см. рис.) нарисовать временную диаграмму формирования трехфазного напряжения угол сдвига фаз 120°, частота 400 Гц.
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